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OBERFLACHENANALYTIK FUR
MATERIALENTWICKLUNG UND
SCHADENSANALYTIK

Die Kontrolle der Oberflacheneigenschaften ist in vielen An-
wendungsbereichen von groBer Bedeutung. Ob Grundierung,
Verklebung, Korrosionsschutz, Reibminderung, Optik — selbst
die Oberflachen von einfachen Funktionsbauteilen sind in den
meisten Fallen an die weitere Verwendung angepasst.

Haufig sind die Beschichtungsverfahren komplex und Uber den
offensichtlichen Anwendungszweck hinaus speziell auf den
Werkstoff und die Geometrie angepasst. Da alle Herstellungs-
schritte an der Oberflache eines Bauteils Spuren hinterlassen,
z.B. Ruckstdande von Trennmitteln partiell oder flachig anhaf-
ten, kdnnen schon bei geringsten Abweichungen Probleme
wie versagende Verklebungen, sich ablésende Beschichtungen,
mangelnde elektrische Leitfahigkeit u.v.m. auftreten. Die Ur-
sache hierflr kann in Kontaminationen liegen, die lediglich auf
atomarer Ebene detektierbar sind.

Die in dieser Broschire vorgestellten Methoden ermdglichen
es, die Zusammensetzung von Oberflachen sehr sensitiv
nachzuweisen. Dies beginnt bei einer lonenstreumethode, die
auf die oberste Atomlage reagiert, und reicht Gber Auger- und
Photoelektronenspektroskopie (Nanometerbereich) bis hin zu
EDS, die einen Einblick im Mikrometerbereich liefert.




LEISTUNGSANGEBOT

Am Fraunhofer IGB steht flr die Analyse von Oberflachen ein
Kratos Axis Supra mit einem XPS der neuesten Generation zur
Verfligung, das individuell um ein UPS, ein Rasterelektronenmi-
kroskop und ein Rasteraugermikroskop erweitert wurde. Ist eine
hohere Oberflachensensitivitat gefordert, so kann die Element-
zusammensetzung auf atomarer Ebene Uber lonenstreuung ge-
messen werden. Uber die Elektronenenergieverlustspektroskopie
kann zusatzlich der Wasserstoffgehalt einer Probe bestimmt
werden. Das Gerat verfligt zudem Uber eine Argonionen-Cluster-
Quelle zur Anfertigung von Tiefenprofilen.

Gerne besprechen wir mit Ihnen lhre Fragestellung und erstellen
Ihnen ein individuelles Angebot.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wir untersuchen die Chemie der Oberflache, ihre Topographie
und Morphologie — flr die Optimierung Ihrer Materialentwick-
lung oder der Suche nach Fehlerquellen. Aufgrund der Integrati-
on verschiedener Methoden in einem Gerat kénnen wir diese in
erganzender Weise einsetzen — durch die Verbindung aus chemi-
scher Analytik und hochstauflésenden bildgebenden Verfahren
sogar »auf den Punkt genaux.
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UNTERSUCHUNGSMETHODEN

m ESCA, XPS: Rontgenphotoelektronenspektroskopie, auch:
Elektronenspektroskopie zur chemischen Analyse. Bestim-
mung der Elementkonzentrationen und chemischen Bindun-
gen der innerhalb der obersten 10 Nanometer. Durch win-
kelabhdngige Messungen kann die Oberflachensensitivitat
erhdht werden (ARXPS).

B AES: Augerelektronenspektroskopie. Mit dieser Methode
werden die Elementkonzentrationen der obersten Nanometer
analysiert, die laterale Auflésung ist héher als bei XPS.

B SAM: Rasteraugermikroskopie. Siehe AES, jedoch abbilden-
der Modus.

m REM: Rasterelektronenmikroskopie (engl. SEM). Abbildung
einer Materialoberflache Uber einen fokussierten Elektronen-
strahl.

m EDS, EDX: Energiedispersive Rontgenspektroskopie, auch:
Rontgenmikroanalyse. Diese Methode kommt zusammen mit
SEM zum Einsatz und liefert die Elementzusammensetzung
bis in Mikrometer Materialtiefe. Die laterale Auflésung ent-
spricht der des SEM.

m UPS: Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie. Mit UV-Licht
werden die Valenzelektronen in der Probe angeregt, man
nutzt dies zur Valenzbandspektroskopie.

B REELS: Reflektive Elektronenenergieverlustspektroskopie.

m ISS: lonenstreuspektroskopie.



Valenzband Ortsauflosung Informationstiefe
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AUSSTATTUNG UND
PROBENMATERIAL

m XPS/UPS
= Réntgenquellen: Al Ka (1486,6 €V) und Ag La
(2984,2 eV)
= UV-Quelle: Heliumentladung, He | = 21.22 eV und
He ll = 44.8 eV
= Delay-line-Detektor fir Spektroskopie und Bildgebung
m |onensputterkanone fur Argonionen und Argoncluster
m SEM/EDS/AES/SAM/REELS:
= Feldemissionskathode (2 keV/ 10 keV)
= REELS-Detektor
= EDS-Detektor
B |SS-Quelle und Detektor
m Probentemperierung von —=100 °C bis 800 °C

Geeignet sind alle vakuumbestandigen Materialien. Die Proben
kénnen bis =100 °C gekihlt werden, so dass auch Probenbe-
standteile gemessen werden kdnnen, die bei Raumtemperatur
fllchtig sind.

1 XPS-Image.
2 Messsystem »Kratos

AXxis Supra«.
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